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１．概要（Summary） 

シリコンフォトニクスで光集積回路を実現するための基

本的な素子である光スイッチにおいて、本研究グループ

では、特に小型化と低消費電力の観点から、液晶を用い

たシリコン細線型光スイッチに注力している。実験ではマ

スクレス露光装置によって AZ レジストをパターニングし、

マッハツェンダ干渉計の位相シフタ部のみに液晶が充填

されるような構造を形成した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置、スピンコーター、電子ビーム真空

蒸着装置、ダイシングソー 

【実験方法】 

NPF のダイシングソーを用いて、 SOI ウェハを 20 

mm 四方基板にチップ化した。次に電子線描画装置で

基板上にマッハツェンダ干渉計をパターニング後ドライエ

ッチングによって導波路を形成した。次に駆動用電極の

ために NPF の電子ビーム真空蒸着装置で Ti : Ni : Au 

を基板側面へ蒸着した。その後、NPF のダイシングソー

で基板端面を劈開し、スピンコーターにて AZ 5214E レ

ジストを 2000 rpm, 30 secの条件でスピンコートしポリマ

ークラッドを形成した。AZ レジストは液晶の流入路と液晶

クラッド部のパターニングをマスクレス露光装置によって行

い、現像によって除去した後にハードベークした。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1には液晶クラッド部のAZレジストを除去した後の

マッハツェンダ干渉計型シリコン細線光スイッチの顕微鏡

画像を示した。マスクレス露光装置によって液晶クラッド部

のみがパターニングされていることが確認できた。Fig. 2

には AZ レジストをクラッドとしたときの断面 SEM 画像を

示した。AZ レジストが導波路をしっかりと覆っていることが

確認できた。 

 

Fig. 1 Microscope image of after development AZ 

resist at MZI optical switch. 

 

Fig. 2 SEM image of AZ resist clad. 
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